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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、薄膜トランジスタを備える画素を複数配置した表示部と、
　前記薄膜トランジスタの動作を制御するための信号が入力される複数の端子が配列され
た端子部と、を有する表示装置の製造方法であって、
　前記基板上に第１絶縁膜を形成し、
　前記第１絶縁膜上に前記薄膜トランジスタを形成し、
　前記薄膜トランジスタの形成後に前記表示部と前記端子部とに第２絶縁膜を形成し、
　前記第２絶縁膜に、前記薄膜トランジスタの少なくとも一部を露出させるコンタクトホ
ールを形成するとともに、前記端子部において複数の開口部を形成し、
　前記第２絶縁膜上に、前記薄膜トランジスタに前記コンタクトホールを介して接続され
る複数の信号線と、前記複数の信号線の形成と同時に、前記開口部を間に挟むように複数
の端子配線を形成し、
　前記複数の信号線及び前記複数の端子配線上に有機絶縁膜からなる第３絶縁膜を形成す
ることを含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記端子部において、前記第３絶縁膜を一部除去して前記複数の端子配線を露出させ、
　前記複数の端子配線の前記露出された部分を覆う導電膜を形成することをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３】
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　基板上に、薄膜トランジスタを備える画素を複数配置した表示部と、
　前記薄膜トランジスタの動作を制御するための信号が入力される複数の端子が配列され
た端子部と、を有する表示装置の製造方法であって、
　前記基板上に第１絶縁膜を形成し、
　前記第１絶縁膜上に前記薄膜トランジスタを形成し、
　前記薄膜トランジスタの形成後に前記表示部と前記端子部とに第２絶縁膜を形成し、
　前記第２絶縁膜に、前記薄膜トランジスタの少なくとも一部を露出させるコンタクトホ
ールを形成するとともに、前記端子部において複数の開口部を形成し、
　前記第２絶縁膜上に、前記薄膜トランジスタに前記コンタクトホールを介して接続され
る複数の信号線と、前記複数の信号線の形成と同時に、前記開口部を間に挟むように複数
の端子配線を形成し、
　前記複数の信号線上に有機絶縁膜からなる第３絶縁膜を形成し、
　前記第３絶縁膜及び前記複数の端子配線上に、無機絶縁膜からなる第４絶縁膜を形成し
、
　前記端子部において、前記第４絶縁膜を一部除去して前記複数の端子配線を露出させ、
　前記複数の端子配線の前記露出された部分を覆う導電膜を形成し、
　前記導電膜上に、第５絶縁膜を形成することを含み、
　前記第５絶縁膜を一部除去して前記導電膜を露出させることをさらに含むこと特徴とす
る表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記導電膜を、透光性を有する導電膜を用いて形成することを特徴とする請求項２また
は３に記載の表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第３絶縁膜を、アクリルまたはポリイミドを用いて形成することを特徴とする請求
項１乃至４のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項６】
　基板上に、薄膜トランジスタを備える画素を複数配置した表示部と、
　前記薄膜トランジスタの動作を制御するための信号が入力される複数の端子が配列され
た端子部と、を有する表示装置であって、
　前記基板上に配置された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に配置された前記薄膜トランジスタと、
　前記表示部及び前記端子部に配置され、前記薄膜トランジスタの少なくとも一部を露出
させるコンタクトホールと、前記複数の端子の間に配置される開口部と、を備える第２絶
縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に配置され、前記コンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタに
接続される複数の信号線と、前記端子部に配置される複数の端子配線と、
　前記複数の信号線上に配置される有機絶縁膜からなる第３絶縁膜と、
　前記第３絶縁膜及び前記複数の端子配線上に配置される無機絶縁膜からなり、前記複数
の端子配線の一部を露出させる複数の貫通孔を備える第４絶縁膜と、
　前記第４絶縁膜上に配置され、前記複数の貫通孔を介してそれぞれ前記複数の端子配線
に接続される前記複数の端子と、
　前記複数の端子上に、前記複数の端子の一部を露出させて配置される第５絶縁膜と、を
備えること特徴とする表示装置。
【請求項７】
　前記複数の端子は、前記第３絶縁膜上に配置され、前記第３絶縁膜に形成された複数の
貫通孔を介してそれぞれ前記複数の端子配線と接続されることを特徴とする請求項６に記
載の表示装置。
【請求項８】
　前記複数の端子は、透光性を有する導電膜を用いて形成されることを特徴とする請求項
６又は請求項７に記載の表示装置。



(3) JP 6324098 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記第３絶縁膜は、アクリルまたはポリイミドを用いて形成されることを特徴とする請
求項６乃至８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第４絶縁膜及び前記第５絶縁膜は、前記開口部に重畳するように形成されることを
特徴とする請求項６乃至９のいずれか一項に記載の表示装置。
                                                                                
      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の端子が配置された端子部を備える表示装置及びその製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置や、有機ＥＬ（Organic Electroluminescence）表示装置など、薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いて各画素の表示階調を制御する表示装置が開発されてい
る。このような表示装置は、薄膜トランジスタを備える複数の画素の各々に電流を供給す
る必要があることから、外部回路等に接続されて電流の供給を受ける複数の端子の配置さ
れた端子部及び複数の端子に接続される複数の配線を含む配線部を備える。これらの表示
装置は、端子部及び配線部の劣化を防止し、端子部における接続の信頼性を向上させるこ
とが重要な課題となっている。
【０００３】
　このため、従来の表示装置には、ＴＦＴ基板上の端子部において、絶縁膜を用いて突起
を形成し、突起上に形成された端子用導電膜と、フレキシブル配線基板に形成されたバン
プとの間に熱硬化性の絶縁性フィルムを配置し、絶縁性フィルムを押しのけさせて端子用
導電膜とバンプとを接触させることにより導通させるものが提案されている（例えば、特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０６５１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の表示装置のように、端子部に形成された突起部分と外部
回路に形成されたバンプとで接続箇所が限定される場合には、絶縁性フィルムにより信頼
性は確保されるものの、接続抵抗が高くなる虞があり、また、複数の微細な突起を形成す
る必要があるため、製造プロセスへの負荷が高くなる虞があった。
【０００６】
　そこで、本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、外部回路を実装する際に
、実装歩留りを悪化させることなく、高信頼性を確保することの可能な表示装置及びその
製造方法を提供することを目的とする。また、このような表示装置を、製造プロセスを大
幅に変更することなく、簡易な製造工程で実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る表示装置の製造方法は、基板上に、薄膜トランジスタを備え
る画素を複数配置した表示部と、複数の前記薄膜トランジスタの動作を制御するための信
号が入力される複数の端子が配列された端子部と、を有する表示装置の製造方法であって
、前記基板上に第１絶縁膜を形成し、前記第１絶縁膜上に前記複数の薄膜トランジスタを
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形成し、前記薄膜トランジスタの形成後に前記表示部と前記端子部とに第２絶縁膜を形成
し、前記第２絶縁膜に、前記複数の薄膜トランジスタの少なくとも一部を露出させるコン
タクトホールを形成し、前記端子部においては前記複数の端子の間に開口部を形成し、前
記第２絶縁膜上に、前記複数の薄膜トランジスタに前記コンタクトホールを介して接続さ
れる複数の信号線と、前記複数の信号線と同層の複数の端子配線を形成し、前記複数の信
号線及び前記複数の端子配線上に有機膜からなる第３絶縁膜を形成することを含むことを
特徴とする。
【０００８】
　前記端子部において、前記第３絶縁膜を一部除去して前記複数の端子配線を露出させ、
前記複数の端子配線の前記露出された部分を覆う導電膜を形成することをさらに含んでも
よい。
【０００９】
　本発明の他の実施形態に係る表示装置の製造方法は、基板上に、薄膜トランジスタを備
える画素を複数配置した表示部と、複数の前記薄膜トランジスタの動作を制御するための
信号が入力される複数の端子が配列された端子部と、を有する表示装置の製造方法であっ
て、前記基板上に第１絶縁膜を形成し、前記第１絶縁膜上に前記複数の薄膜トランジスタ
を形成し、前記薄膜トランジスタの形成後に前記表示部と前記端子部とに第２絶縁膜を形
成し、前記第２絶縁膜に、前記複数の薄膜トランジスタの少なくとも一部を露出させるコ
ンタクトホールを形成し、前記端子部においては前記複数の端子の間に開口部を形成し、
前記第２絶縁膜上に、前記複数の薄膜トランジスタに前記コンタクトホールを介して接続
される複数の信号線と、前記複数の信号線と同層の複数の端子配線を形成し、前記複数の
信号線上に有機膜からなる第３絶縁膜を形成し、前記第３絶縁膜及び前記複数の端子配線
上に、無機膜からなる第４絶縁膜を形成し、前記端子部において、前記第４絶縁膜を一部
除去して前記複数の端子配線を露出させ、前記複数の端子配線の前記露出された部分を覆
う導電膜を形成し、前記導電膜上に、第５絶縁膜を形成することを含み、前記第５絶縁膜
を一部除去して前記導電膜を露出させることをさらに含むこと特徴とする。
【００１０】
　前記導電膜を、透光性を有する導電膜を用いて形成してもよい。
【００１１】
　また、前記第３絶縁膜を、アクリルまたはポリイミドを用いて形成してもよい。
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る表示装置は、基板上に、薄膜トランジスタを備える画素を複
数配置した表示部と、複数の前記薄膜トランジスタの動作を制御するための信号が入力さ
れる複数の端子が配列された端子部と、を有する表示装置であって、前記基板上に配置さ
れた第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に配置された前記複数の薄膜トランジスタと、前記
表示部及び前記端子部に配置され、前記複数の薄膜トランジスタの少なくとも一部を露出
させるコンタクトホールと、前記複数の端子の間に配置される開口部とを備える第２絶縁
膜と、前記第２絶縁膜上に配置され、前記複数の薄膜トランジスタに前記コンタクトホー
ルを介して接続される複数の信号線と、前記端子部に配置される複数の端子配線と、前記
複数の信号線及び前記複数の端子配線上に配置される有機膜からなる第３絶縁膜と、を備
えることを特徴とする。
【００１３】
　前記複数の端子は、前記第３絶縁膜上に配置され、前記第３絶縁膜に形成された複数の
貫通孔を介してそれぞれ前記複数の端子配線と接続されてもよい。
【００１４】
　本発明の他の実施形態に係る表示装置は、基板上に、薄膜トランジスタを備える画素を
複数配置した表示部と、複数の前記薄膜トランジスタの動作を制御するための信号が入力
される複数の端子が配列された端子部と、を有する表示装置であって、前記基板上に配置
された第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に配置された複数の前記薄膜トランジスタと、前
記表示部及び前記端子部に配置され、前記複数の薄膜トランジスタの少なくとも一部を露
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出させるコンタクトホールと、前記複数の端子の間に配置される開口部とを備える第２絶
縁膜と、前記第２絶縁膜上に配置され、前記複数の薄膜トランジスタに前記コンタクトホ
ールを介して接続される複数の信号線と、前記端子部に配置される複数の端子配線と、前
記複数の信号線上に配置される有機膜からなる第３絶縁膜と、前記第３絶縁膜及び前記複
数の端子配線上に配置される無機膜からなり、前記複数の端子配線の一部を露出させる複
数の貫通孔を備える第４絶縁膜と、前記第４絶縁膜上に配置され、前記複数の貫通孔を介
してそれぞれ前記複数の端子配線に接続される前記複数の端子と、前記複数の端子上に、
前記複数の端子の一部を露出させて配置される第５絶縁膜と、を備えること特徴とする。
【００１５】
　前記複数の端子は、透光性を有する導電膜を用いて形成されるものであってもよい。
【００１６】
　また、前記第３絶縁膜は、アクリルまたはポリイミドを用いて形成されるものであって
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の概略構成を示す平面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示装置の概略構成を示す縦断面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る表示装置の概略構成を示す図であり、（ａ）は表示
装置の平面図であり、（ｂ）は表示装置の断面図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る表示装置の概略構成を示す斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の概略構成を示す断面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の端子部の概略構成を示す図であり、（
ａ）は端子部の平面図であり、（ｂ）は端子部の断面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る表示装置の配線部の概略構成を示す断面図である
。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の概略構成を示す断面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の端子部の概略構成を示す図であり、（
ａ）は端子部の平面図であり、（ｂ）は端子部の断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の配線部の概略構成を示す断面図である
。
【図１０】従来の表示装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しながら、本発明の表示装置の実施形態について説明する。なお、本
発明の表示装置は、以下の実施形態に限定されることはなく、種々の変形を行ない実施す
ることが可能である。
【００１９】
　図１に、本発明の一実施形態に係る表示装置１０の概略構成を示す。本実施形態に係る
表示装置１０は、基板７上に形成された、複数の画素１０１の配置される表示部９、ドラ
イバＩＣ１０２、外部回路１０３、及び走査線駆動回路１０４を備える。表示部９には、
図中の横方向に走る複数の制御信号線ｇ１－１～ｇ１－３と縦方法に走る複数のデータ信
号線ｄ１～ｄ３とが互いに交差して配置され、制御信号線ｇ１－１～ｇ１－３とデータ信
号線ｄ１～ｄ３との交差部に対応する位置に、複数の画素１０１がマトリクス状に配置さ
れる。
【００２０】
　図１には、一例として、一画素１０１あたり３本の制御信号線ｇ１－１～ｇ１－３と１
本のデータ信号線ｄ１とが交差して配置される構成を図示しているが、この構成に限定さ
れるものではない。電源線等の一定の電圧を供給する配線が表示部９に配置されてもよい
。各画素１０１には、制御信号線ｇ１－１～ｇ１－３から供給される制御信号に応じて画
素１０１に供給されるデータ電圧の書き込みを制御することにより画素１０１の発光を制
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御する薄膜トランジスタと、データ信号線ｄ１～ｄ３から供給されるデータ電圧を保持す
る容量素子等を備える画素回路が配置される。
【００２１】
　基板７上には、駆動回路１０４に導通して駆動回路１０４に対して電源電圧や駆動信号
を供給するとともにグランドへの接地を行うための多数の配線パターンが形成される。な
お、図１に示す表示装置１０は、一つの駆動回路１０４を備える構成として図示されてい
るが、表示部９の周辺領域に、複数の駆動回路１０４が配置されていてもよい。各配線パ
ターンの端部は、基板７上に形成された複数の端子にそれぞれ接続され、複数の端子は、
外部から駆動電力、駆動信号及びアース電位等を供給する外部回路１０３に接続される。
外部回路１０３は、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ:Flexible printed circuits
）であってもよい。
【００２２】
　以下、図２、図３Ａ及び図３Ｂを参照し、本発明の一実施形態に係る表示装置１０の構
成をより詳細に説明する。図２は、本発明の一実施形態に係る表示装置１０を示す縦断面
図である。図３Ａ（ａ）は表示装置１０の平面図であり、図３Ａ（ｂ）は表示装置１０の
断面図である。図３Ｂは、本発明の一実施形態に係る表示装置１０の概略構成を示す斜視
図である。
【００２３】
　なお、以下では、本発明の一実施形態に係る表示装置の開示例として、有機ＥＬ発光層
１を備える有機ＥＬ表示装置を例に挙げて説明するが、本実施形態に係る表示装置１０は
、液晶表示装置、その他の自発光型表示装置、電気泳動素子等を有する電子ペーパー型表
示装置等、あらゆるフラットパネル型の表示装置についても同様に適用可能である。例え
ば、表示装置１０は、基板７と対向して配置される対向基板との間に画素１０１ごとに配
置される液晶層と、液晶層に光を供給するバックライトとを備える液晶表示装置であって
もよい。
【００２４】
　本発明の一実施形態に係る表示装置１０は、図２に示すように、ガラス等の硬質な基板
２上に、表示部９の各画素１０１を構成する有機ＥＬ発光層１を備えて形成されてもよい
。図２では詳細な図示を省略しているが、有機ＥＬ発光層１は、基板２側から順に、例え
ば、ＴＦＴ駆動回路層、反射電極、有機ＥＬ層、透明電極が積層されることにより構成さ
れる。有機ＥＬ層は、例えば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入
層が積層されて構成される。
【００２５】
　有機ＥＬ発光層１は、雰囲気中の水分に曝されると急速に劣化するため、外気から密閉
される必要がある。このため、有機ＥＬ発光層１の表面は、例えば、ＣＶＤ成膜された窒
化シリコン膜等からなる透明な封止膜３によって覆われるとともに、ガラス等の硬質透明
部材からなる基板６によって覆われる。以下、基板２上に有機ＥＬ発光層１及び封止膜３
が形成された構成を「第１基板７」といい、これに合わせて、対向して配置される対向基
板６を「第２基板６」という。第２基板６は、カラーフィルタを含んでもよく、表示装置
１０の仕様によってはタッチパネル機能を備えた薄膜デバイス等を備えるものであっても
よい。
【００２６】
　図２に示すように、表示装置１０は、第１基板７と第２基板６との間隙において、両者
間の距離を一定に保つことにより有機ＥＬ発光層１の表面と第２基板６の表面とを平行に
保つとともに、両者の界面における反射や屈折を防止するために、例えば、エポキシ樹脂
等の透明な樹脂４、５が充填される。また、樹脂４、５以外にも、シール材等の公知の材
料を用いて第１基板７と第２基板６との間隙を維持してもよい。また、第１基板７と第２
基板６との間隙がシール材等を用いて維持される構成であれば、第１基板７と第２基板６
との間に空隙を有する構成としてもよい。このように第１基板７上に第２基板６が接合さ
れることにより表示装置１０が構成される。
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【００２７】
　このような構成を備える表示装置１０は、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、画像を表示
するための領域であって複数の画素１０１が配置される表示部９と、外部回路と電気的な
接続を行うための複数の端子ＴＭが配置される領域である端子部８とを備える。
【００２８】
　図３Ａ及び図３Ｂに示すように、端子部８において、複数の端子ＴＭは、図２に示す封
止膜３、樹脂４、５及び第２基板６に覆われずに露出されて形成される。複数の端子ＴＭ
の露出された端部は、例えば、駆動信号を供給する外部回路１０３（図１に図示）に接続
される。また、複数の端子ＴＭは、基板２上に形成された配線及びドライバＤＲ等を介し
て有機ＥＬ発光層１の薄膜トランジスタ等に接続される。なお、図３Ａ及び図３Ｂに示す
ドライバＤＲが、図１に示すドライバＩＣ１０２に対応する。
【００２９】
　このような表示装置１０の製造工程上、有機ＥＬ発光層１を覆う封止膜３を、パターニ
ングせずに基板２の全面を覆って成膜した場合、端子部８においては、複数の端子ＴＭを
封止膜３から露出させる処理を行う必要がある。複数の端子ＴＭを露出させる方法として
は、端子部８上に封止膜３を形成した後、テープ剥離やエッチング（ドライまたはウェッ
ト）により端子部８上の封止膜３を除去する方法が知られている。
【００３０】
　また、端子部８の劣化を防止するために、複数の端子ＴＭ及び配線上に窒化シリコン膜
等の無機膜を用いて保護膜を形成することがある。しかし、端子部８の保護膜に無機膜を
用いてしまうと、保護膜が封止膜３と同じ無機膜となってしまうことから、端子部８上の
封止膜３をエッチングにより除去する際に保護膜まで除去してしまう虞がある。
【００３１】
　そこで、従来の表示装置には、複数の端子および配線上に保護膜を形成しない構成とす
るものがある。このような従来の表示装置の端子部の構成を、図１０を参照して説明する
。
【００３２】
　図１０は、従来の表示装置の端子部の概略構成を示す断面図であり、図３Ｂに示すＡ－
Ａ´線で端子部を切断した場合の二つの端子ＴＭの断面構成を示したものである。端子Ｔ
Ｍは、基板２上に形成された第１絶縁膜１９上に、各端子ＴＭが第２絶縁膜２０によって
絶縁されるように第２絶縁膜２０の間に形成される。第１絶縁膜１９及び第２絶縁膜２０
は酸化シリコン膜や窒化シリコン膜等を用いて形成されてもよく、第１絶縁膜１９及び第
２絶縁膜２０はそれぞれ各画素１０１の薄膜トランジスタを形成する際に形成する、アン
ダーコート膜または層間絶縁膜と呼ばれる絶縁膜と同じ層に同じ材料を用いて形成されて
もよい。また、第１絶縁膜１９及び第２絶縁膜２０は複数層を含み得る。
【００３３】
　端子ＴＭ及び端子ＴＭに接続される配線は、アルミニウム等の金属を用いて第２絶縁膜
２０の高さよりも高い凸部２７を形成した後、ＩＴＯ等の透明導電膜２６により凸部２７
を覆って形成される。封止膜３は、このように最表面がＩＴＯ等の透明導電膜２６で覆わ
れた端子ＴＭ及び配線上に形成される。しかし、このような従来の表示装置の端子ＴＭ及
び配線は、封止膜３を除去する際などに、凸部２７のエッジ部分上に形成された透明導電
膜２６から凸部２７を構成するアルミニウム等の金属が露出するといった信頼性の問題を
発生させる虞があった。
【００３４】
　このため、複数の端子ＴＭの保護膜として有機膜を用いる場合がある。有機膜は、例え
ば、アクリル、ポリイミド等の有機材料を用いて形成される。しかし、このような有機膜
は膜厚を制御することが難しく、端子ＴＭの接触面と保護膜との間に段差を生じさせてし
まう虞があった。また、有機膜を端子ＴＭの保護膜として用いる場合、有機膜の厚さによ
っては外部回路１０３の実装時に使用される異方性導電膜（ＡＣＦ）の導電粒子の形状に
制約が生じ、実装不良を引き起こす虞があった。
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【００３５】
　そこで、本発明者は、端子部８において外部回路１０３等の実装に影響を与えることな
く、複数の端子ＴＭを保護可能な方法を検討し、本発明に至った。
【００３６】
（第１の実施形態）
　以下、図４乃至図６を参照し、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１０の概略構成
について説明する。図４は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１０の概略構成を示
す断面図である。図５は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１０の端子部の概略構
成を示す図であり、（ａ）は端子部の平面図であり、（ｂ）は端子部の断面図である。図
６は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１０の配線部の概略構成を示す断面図であ
る。
【００３７】
　なお、以下では本実施形態に係る表示装置１０の開示例として、有機ＥＬ発光層１を備
える有機ＥＬ表示装置を例に挙げて説明するが、本実施形態に係る表示装置１０は、薄膜
トランジスタを用いて各画素の表示階調を制御する表示装置であれば、上述したように、
液晶表示装置、その他の自発光型表示装置、電気泳動素子等を有する電子ペーパー型表示
装置等、あらゆるフラットパネル型の表示装置について同様に適用可能である。また、以
下、図１乃至図３に示して上述した構成と同様の構成については同じ符号を付し、その詳
細な説明について省略する。
【００３８】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１０の端子部８のうち、一つの端子に
対応する領域と、表示部９のうち、一つの画素１０１に対応する領域の断面構成を図示し
たものである。図４に示すように、表示部９の一つの画素１０１に対応する領域は、薄膜
トランジスタを含むトランジスタ部３０、信号線１２からの電圧を保持する容量素子を含
む容量部３１、各画素１０１の発光領域である画素部３２を含む。
【００３９】
　図４に示すように、基板２上には、薄膜トランジスタ下に酸化シリコン膜や窒化シリコ
ン膜等を用いて形成された２層の絶縁膜２１、２２からなる第１絶縁膜１９が形成される
。この第１絶縁膜１９の上にはポリシリコン層３３、ゲート絶縁膜２３、ゲート電極層３
４が形成される。ポリシリコン層３３は一部に不純物がドープされ、ドレイン電極やソー
ス電極が接続されて、薄膜トランジスタが構成されている。薄膜トランジスタ上には層間
絶縁膜として酸化シリコン膜や窒化シリコン膜等を用いて形成された２層の絶縁膜２４、
２５が形成される。端子部８や表示部９の一部ではゲート絶縁膜２３と２層の絶縁膜２４
，２５によって第２絶縁膜２０が形成される。なお、図４には、第１絶縁膜１９及び第２
絶縁膜２０が複数層からなる構成の一例として、２層または３層からなる第１絶縁膜１９
及び第２絶縁膜２０を図示しているが、図示した構成に限定されるものではない。例えば
、第２絶縁膜２０は薄膜トランジスタ上に形成された絶縁膜で構成され、ゲート絶縁膜２
３を含まなくてもよい。この場合、ゲート絶縁膜２３はポリシリコン層３３上のみに形成
されている。
【００４０】
　第２絶縁膜２０には、複数の薄膜トランジスタの少なくとも一部を開口するコンタクト
ホールが形成される。表示部９の第２絶縁膜２０上には複数の信号線１２が形成され、複
数の信号線１２はコンタクトホールを介して薄膜トランジスタに接続される。薄膜トラン
ジスタに接続された信号線１２は、有機膜からなる第３絶縁膜１３によって覆われる。第
３絶縁膜１３上には、第３絶縁膜１３に形成されたコンタクトホールにより信号線１２に
接続された第１導電膜１４、第１導電膜１４上に形成された第４絶縁膜１５、及び第４絶
縁膜１５上に形成された第２導電膜１７が形成される。第１導電膜１４、第４絶縁膜１５
、及び第２導電膜１７により、容量部３１に並列な容量素子が形成される。第１導電膜１
４はＩＴＯ等の透光性を有する導電膜を用いて形成され、第４絶縁膜１５は窒化シリコン
等の無機膜を用いて形成され、第２導電膜１７はＩＴＯ等の透光性を有する導電膜を用い
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て形成される。
【００４１】
　また、図４に示す画素部３２において、第２導電膜１７下に、アルミニウム等からなる
反射電極１６が配置されて有機ＥＬ発光層１のアノード電極（陽極、反射電極）を構成し
てもよい。図４には図示していないが、第２導電膜１７上に有機ＥＬ層及び透明電極（陰
極）が形成されて有機ＥＬ発光層１を構成してもよい。また、第２導電膜１７上には、各
画素１０１を区画するバンク層として有機膜からなる第５絶縁膜１８が形成される。
【００４２】
　一方、図４に示す端子部８において、第２絶縁膜２０上には複数の端子配線１２２が形
成される。端子配線１２２は第３絶縁膜１３によって覆われている。、端子配線１２２上
の第３絶縁膜１３の一部が除去され、端子配線１２２の一部が第３絶縁膜１３から露出さ
れて形成される。露出された端子配線１２２上に、第３絶縁膜１３の上面までを一部覆っ
て、ＩＴＯ等の透明導電膜からなる第１導電膜１４が形成される。第１導電膜１４は、上
述したように表示部９においては容量素子を構成する層である。このように、端子部８に
は、図２Ａ乃至図３に示して上述した複数の端子ＴＭを構成する第１導電膜１４が形成さ
れる。
【００４３】
　以下、図５及び図６を参照し、端子部８に形成される複数の端子ＴＭ及び配線の製造工
程について詳細に説明する。
【００４４】
　図５（ｂ）は、図３Ｂに示すＡ－Ａ´線で表示装置１０の端子部８を切断した場合の二
つの端子ＴＭの断面構成を示す図であり、図５（ａ）は、図５（ｂ）に示す二つの端子Ｔ
Ｍの平面構成を示す図である。図６は、図３Ｂに示すＢ－Ｂ´線で表示装置１０の配線部
を切断した場合の二つの端子配線１２２の断面構成を示す図である。
【００４５】
　図５（ｂ）及び図６に示す基板１１は、図４に示す基板２上に第１絶縁膜１９が配置さ
れた構成を図示したものである。端子部８において、基板１１上に、上述したように、層
間絶縁膜と同層に同じ材料を用いて第２絶縁膜２０を形成する。基板１１上に形成された
第２絶縁膜２０は、図５（ｂ）に点線２０Ａで囲む範囲に図示したように、端子配線１２
２の配置されない領域をエッチング等の公知の方法を用いて除去して開口部を形成する。
このような端子部８における第２絶縁膜２０のエッチング工程は、表示部９における薄膜
トランジスタの層間絶縁膜（第２絶縁膜２０）のエッチング工程と同時に、一つのマスク
を用いて実施することができる。このとき、表示部９においては、複数の薄膜トランジス
タの複数の電極上の第２絶縁膜２０をエッチングして第２絶縁膜２０に複数のコンタクト
ホールを形成する。第２絶縁膜２０にこのような複数のコンタクトホールを形成すること
により、後述する接続工程において複数の信号線１２が形成されると、第２絶縁膜２０の
複数のコンタクトホールを介して複数の信号線１２と複数の薄膜トランジスタとをそれぞ
れ接続させることができる。
【００４６】
　なお、第２絶縁膜２０をパターニングにより除去することにより形成される開口部の形
状は、図５（ｂ）に点線２０Ａで示す範囲及び開口部の形状に限らず、後述する製造工程
において第２絶縁膜２０上に塗布される第３絶縁膜１３を所望の膜厚とする塗布量に応じ
て決定される。従って、端子部８の第２絶縁膜２０は、第３絶縁膜１３の塗布量によって
は、端子配線１２２の配置されない領域に第２絶縁膜２０を除去しない部分があってもよ
く、図５（ｂ）に図示した構成に限定されるものではない。
【００４７】
　次に、第２絶縁膜２０上に、アルミニウム等の金属材料を用いて信号線１２及び端子配
線１２２を形成する。信号線１２及び端子配線１２２は、第２絶縁膜２０上に成膜された
金属膜をパターニングすることにより表示部９及び端子部８において一つのマスクを用い
て同時に形成する。これにより、表示部９においては、図４に示すように、第２絶縁膜２
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０のコンタクトホールを介して薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極と接続される信
号線１２が形成されてもよく、端子部８においては、図５（ｂ）及び図６に示すように、
第２絶縁膜２０上に端子配線１２２が形成される。
【００４８】
　次に、表示部９及び端子部８において、信号線１２及び端子配線１２２上に、信号線１
２及び端子配線１２２を覆う第３絶縁膜１３を形成する。第３絶縁膜１３は、アクリル、
ポリイミド等の有機材料を用いて形成する。このとき、端子部８においては第２絶縁膜２
０が除去された開口部に、第３絶縁膜１３の有機材料が充填される。このとき、第２絶縁
膜２０の開口部の開口面積を最適化することにより、端子配線１２２上に形成される第３
絶縁膜１３の膜厚を、所望の膜厚に制御することが可能となる。
【００４９】
　つまり、端子配線１２２上に形成される第３絶縁膜１３の膜厚を例えば１μｍ以下の薄
い膜厚とする場合、第２絶縁膜２０の一部を除去することなく、第３絶縁膜１３の有機材
料の塗布量を微調整することのみで膜厚を制御する工程は、本実施形態のように第２絶縁
膜２０を所望の面積で除去した後に有機材料を塗布して膜厚を制御する工程よりも、膜厚
の制御に高い精度が要求される。従って、本実施形態によると、予め第２絶縁膜２０を一
部除去しておくことにより、第３絶縁膜１３の膜厚の制御を容易なものすることができ、
また、第２絶縁膜２０を一部除去する工程は、表示部９における薄膜トランジスタの層間
絶縁膜（第２絶縁膜２０）のパターニングと同時に行うことができるため、既存の製造プ
ロセスを大幅に変更することなく、簡易な製造方法で、端子配線１２２上に所望の膜厚の
第３絶縁膜１３を形成することが可能となる。
【００５０】
　このような製造工程により、端子配線１２２を覆う保護膜として第３絶縁膜１３が形成
される。また、図５（ｂ）に示すように、端子部８において、第３絶縁膜１３をエッチン
グにより一部除去して端子配線１２２を露出させる貫通孔を形成する。貫通孔によって端
子配線１２２が露出された領域上に、ＩＴＯ等の透明導電膜からなる第１導電膜１４を塗
布してパターニングすることにより、複数の端子ＴＭが形成される。このとき、第１導電
膜１４の端子配線１２２との接触面から第３絶縁膜１３の上面上に延長された部分に段差
が形成される。しかし、本実施形態によれば、このような第１導電膜１４に形成される段
差を約１μｍ以下に形成することができる。
【００５１】
　このように、本実施形態によれば、端子ＴＭを構成する第１導電膜１４に形成される段
差を約１μｍ以下と小さくすることができる。これにより、端子部８に外部回路１０３を
実装する際に用いられる異方性導電膜（ＡＣＦ）について、導電粒子径の小さなものを選
択することができ、端子ＴＭの接続抵抗を低減させることが可能となる。すなわち、端子
ＴＭに形成される段差が１μｍ以上であると、異方性導電膜（ＡＣＦ）の導電粒子をうま
く潰せない状態が発生し、線欠陥等の不具合が発生する虞があることから、導電粒子径の
大きなものを選択する必要があった。しかし、導電粒子径の大きな異方性導電膜（ＡＣＦ
）を選択すると、配線ピッチを狭められなくなる問題や、単位面積当たりの粒子数が少な
くなることにより接続面積が小さくなり、接続抵抗が上昇する問題を生じさせる虞があっ
た。このため、本実施形態のように、第３絶縁膜１３の膜厚を制御して第１導電膜１４に
形成される段差を約１μｍ以下とすることにより、導電粒子径の小さな異方性導電膜（Ａ
ＣＦ）を選択することが可能となるため、接続抵抗を低減させることが可能となり、実装
不良が生じることを防ぐことが可能となる。
【００５２】
　また、本実施形態によると、端子ＴＭ間及び端子配線１２２上に保護膜として形成され
る第３絶縁膜１３が有機材料を用いて形成されることから、有機膜からなる保護膜によっ
て耐水性を向上させ、端子ＴＭ及び端子配線１２２の腐食を防止することができる。従っ
て、端子部８における接続の信頼性を向上させることが可能となる。
【００５３】
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　以上のとおり、本実施形態によると、端子部８の各端子ＴＭ及び端子配線１２２を有機
膜からなる第３絶縁膜１３によって保護しつつ、第３絶縁膜１３を所望の膜厚に形成する
ことができるため、外部回路１０３を実装する際に、実装歩留りを悪化させることなく、
表示装置の高信頼性を確保することが可能となる。また、このような表示装置を、製造プ
ロセスを大幅に変更することなく、簡易な製造工程により実現することができる。
【００５４】
（第２の実施形態）
　以下、図７乃至図９を参照し、本発明の第２の実施形態に係る表示装置の概略構成につ
いて説明する。図７は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置の概略構成を示す断面図
である。図８は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置の端子部の概略構成を示す図で
あり、（ａ）は端子部の平面図であり、（ｂ）は端子部の断面図である。図９は、本発明
の第２の実施形態に係る表示装置の配線部の概略構成を示す断面図である。
【００５５】
　なお、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１０は、本発明の第１の実施形態に係る
表示装置１０とは、保護膜として第３絶縁膜１３のような有機膜のみならず、有機膜下に
無機膜からなる保護膜を配置した点においてその構成が異なる。従って、以下、図４乃至
図６に示して上述した構成と同様の構成については同じ符号を付し、その詳細な説明を省
略する。
【００５６】
　図７に示すように、本発明の第２の実施形態に係る表示装置１０は、基板２上に、本発
明の第１の実施形態に係る表示装置１０と同様に、第１絶縁膜１９及び第２絶縁膜２０が
形成される。端子部８の第２絶縁膜２０は、図８（ｂ）に点線２０Ｂで囲む範囲に図示し
たように、本発明の第１の実施形態に係る表示装置１０と同様に、端子配線１２２の配置
されない領域をエッチング等の公知の方法を用いて除去して開口部を形成する。このエッ
チング工程は、表示部９における薄膜トランジスタの層間絶縁膜（第２絶縁膜２０）のエ
ッチング工程と同時に行うことができる。
【００５７】
　第２絶縁膜２０上に金属膜をパターニングして信号線１２及び端子配線１２２を形成し
た後、第２絶縁膜２０並びに信号線１２及び端子配線１２２を覆う、無機膜からなる第４
絶縁膜１５を形成する。第４絶縁膜１５は、表示部９において容量部３１の容量素子を構
成する層であり、窒化シリコン等の無機膜を用いて形成する。
【００５８】
　次に、端子配線１２２上の第４絶縁膜１５をエッチングにより一部除去して端子配線１
２２を露出させ、端子配線１２２の露出された領域上に、ＩＴＯ等の透明導電膜からなる
第２導電膜１７を塗布してパターニングすることにより、複数の端子ＴＭを形成する。第
２導電膜１７は、端子配線１２２の露出された領域とその周辺領域である第４絶縁膜１５
の上面を一部覆って形成される。第２導電膜１７は、有機ＥＬ発光層１のアノード電極（
陽極）を構成する層であってもよい。
【００５９】
　このように形成された第４絶縁膜１５及び第２導電膜１７上に、アクリル、ポリイミド
等の有機材料を用いて第５絶縁膜１８を形成する。第５絶縁膜１８は、表示部９において
は、各画素１０１の領域を区画するバンク層として機能する層である。第５絶縁膜１８は
、端子部８において、端子ＴＭを構成する部分の第２導電膜１７が露出されるようにパタ
ーニングされて形成される。このような第５絶縁膜１８のパターニングの工程は、表示部
９においてバンク層を形成する際のパターニングと同時に行うことができる
【００６０】
　また、第５絶縁膜１８は、端子部８において第２絶縁膜２０が除去されることにより形
成された、図８（ｂ）に点線２０Ｂで囲む範囲に示す開口部に充填される。従って、本実
施形態においても、第１の実施形態に係る表示装置１０の製造工程と同様に、第２絶縁膜
２０の開口部の開口面積を最適化することにより、第２導電膜１７上に形成される第５絶



(12) JP 6324098 B2 2018.5.16

10

20

縁膜１８の膜厚を、所望の膜厚に制御することが可能となる。従って、既存の製造プロセ
スを大幅に変更することなく、簡易な製造方法で、端子ＴＭを構成する第２導電膜１７と
第２導電膜１７上の第５絶縁膜１８との間に形成される段差を、外部回路１０３の実装に
影響を与えることがない程度に小さくすることができる。
【００６１】
　また、本実施形態によると、窒化シリコン等の無機膜からなる第４絶縁膜１５によって
端子配線１２２を保護する構成を備えている上、この第４絶縁膜１５上に有機膜である第
５絶縁膜１８が形成される構成を備えていることから、耐水性を向上させることができ、
腐食を防止し、より高い信頼性を有する表示装置１０を製造することが可能となる。
【００６２】
　以上のとおり、本発明の第１及び第２の実施形態によると、端子部８の各端子ＴＭ及び
端子配線１２２を有機膜からなる第３絶縁膜１３または第５絶縁膜１８によって保護しつ
つ、第３絶縁膜１３または第５絶縁膜１８を所望の膜厚に形成することができるため、外
部回路１０３を実装する際に、実装歩留りを悪化させることなく、表示装置の高信頼性を
確保することが可能となる。また、このような表示装置を、製造プロセスを大幅に変更す
ることなく、簡易な製造工程により実現することができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１…有機ＥＬ発光層、２…基板、３…封止膜、４、５…樹脂、６…第２基板、７…第１
基板、８…端子部、９…表示部、１０…表示装置、１１…基板、１２…信号線、１３…第
３絶縁膜、１４…第１導電膜、１５…第４絶縁膜、１７…第２導電膜、１８…第５絶縁膜
、１９…第１絶縁膜、２０…第２絶縁膜、３０…トランジスタ部、３１…容量部、３２…
画素部、１０１…画素、１０３…外部回路、１０４…駆動回路、１２２…端子配線、ＴＭ
…端子
 
【図１】 【図２】
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(15) JP 6324098 B2 2018.5.16

【図１０】



(16) JP 6324098 B2 2018.5.16

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)           Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３０　        　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)           Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　        　　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/06     (2006.01)           Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ        　　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)           Ｈ０５Ｂ   33/06     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　        　　　　　

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００７／００７５３１３（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２００７／０６３６６７（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００９／０１４１４３８（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０００－２２１５４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６３６６３３１（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開平１１－３２７４６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０６６２０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１７０９３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９９３０１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｆ　　　９／００　　　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４５　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　
              Ｇ０９Ｆ　　　９／３０　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３３６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７８６　　　
              Ｈ０１Ｌ　　５１／５０　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／０６　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

